P2- Dispositivos Eletronicos, 2015-1

1.(a) O circuito ao lado representa um MOSFET N-enhacement,
com k=1mA/V?, Vt=1V. Ache Rp no circuito com Ibg=2 mA e
Vs para posicionar o mesmo operando no limite de operacao
como triodo (VVR). R1=500K e R2=125K. (b)Suponha uma
onda em vi senoidal de frequéncia de 1KHz e no VDD um sinal
onda quadrada oscilando 10 Hz entre 0 e 12 V, esboce a forma
de onda obitida na saida.
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2.(a) Para os valores de corrente quiescente e Vp ao lado calcule
os valores de Rp e Rs correspondentes. (b) Deseja-se usar 0
circuito polarizado no item (a) como amplificador common
source (fonte comum), desenhe os componentes que faltam para
excitagdo. (c) Com a configuragdo do item (b) desenhe o modelo
de pequenos sinais e ache a expressdo de Av=vout/vin.

3. Para o circuito ao lado, usando as relagdes comuns de BJTs:
(a) Calcule a expressao da corrente lg;, que passa no resistor R1.
(b) Calcule a expressdo da corrente lg,, que passa no resistor R2,
levando em consideragdo a corrente que passa nas bases dos
transistores.

(c) a fonte de corrente funcionard enquanto o transistor Q2 néo
saturar (suponha quando atingirmos na jungdo Vcg =0) —
chamado compliance. Calcule o valor maximo de R2 que
garante o funcionamento até atingir a condi¢éo acima.

(d) Se fizermos R2 um curto, o circuito sera danificado?
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4 . (a) Para o circuito ao lado, calcule a expressdo de V2. (b) Se
imaginarmos que sera conectada uma carga em V2, 0 que seria
melhor para escolhermos os valores de R1 e R2, na faixa de
MegaOhms ou kiloOhms? Por que?
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